
4. Двумерные системы

Нерегулярные перевороты электрического поля в доменной структуре, возникающей в неравновесных двумерных электронных системах под микроволновым облучением
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Продолжены исследования эффекта бистабильности микроволновой фото-ЭДС [1], наблюдающегося в состояниях с близкой к нулю диссипацией на постоянном токе (так назывемые ‘zero-resistance states’ [2]). Обнаружено, что два квази-стабильных значения фото-ЭДС U1 и U2, между которыми происходят переключения, будучи представленными в функции какого-либо из экспериментальных параметров x, удовлетворяют соотношению U1(x)U0-U2(x) (см. рис). Постоянная величина напряжения U0 зависит от образца и может быть мала, так что U1(x)-U2(x). Пропускание постоянного тока через контакт, используемый для измерения фото-ЭДС, приводит к изменению U0, пропорциональному величине тока. Полученные результаты позволяют предложить следующую картину явления. Микроволновая фото-ЭДС состоит из двух аддитивных компонент. Регулярная фото-ЭДС Ureg существует во всей области параметров, постоянна во времени, и осциллирует относительно нулевого уровня в функции магнитного поля в соответствии с соотношением 2f=nc [3] (f – частота излучения, c – циклотронная частота, n=1,2,3,…). В состояниях с близкой к нулю диссипацией в образце возникают спонтанные электрические поля и соответствующая им фото-ЭДС. Направление полей скачкообразно  меняется на противоположное. Это изменение происходит нерегулярно во времени и синхронно в значительной части образца. Такая картина качественно согласуется с теоретически предсказанной доменной структурой электрических полей, возникающей в результате спонтанного нарушения симметрии в образце, т.к. при таком нарушении симметрии конфигурации с противоположным направлением электрических полей являются равновероятными.   
Работа поддержана Российским научным фондом (проект 14-12-00599).  
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Рис. 1. Зависимости от магнитного поля B  фото-ЭДС Ureg и амплитуд U1 и U2, а также магнетосопротивления xx под облучением.  
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